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はじめに 

磁気抵抗メモリ(MRAM)等のスピントロニクスデバイスあるいは磁気ストレージメディアにおいて、希土

類遷移金属アモルファス合金の垂直磁気異方性の利用の研究が進められており、反転磁場の制御を目的とし

た磁化反転挙動解明の研究が求められている。 

これまで我々は磁気コンプトン散乱を利用したスピン・軌道選択磁化曲線、あるいは元素選択磁化曲線の

測定法を開発し 1-3)、TbxCo100-xアモルファス垂直磁化膜の磁化反転挙動の組成依存性を報告してきた 4)。その

結果、スピン・軌道磁気モーメントあるいは Tb・Co 磁気モーメントの磁化反転挙動は同一であることをみい

だした。そこで磁化反転挙動の温度依存性について調べることとした。 

実験方法 1-4) 

TbxCo100-x (x=12, 14, 16, 18, 20, 22) 膜を Al 基板上に DC スパッタリング法で作製した。EPMA で組成を

確認した。XRD によりアモルファス構造を確認した。SQUID 磁力計を用いて全磁化曲線を求めた。SPring-

8 BL08W にて磁気コンプトン散乱実験を行い、スピン選択磁化曲線（SSMH）を求め、全磁化曲線と SSMH

の差より軌道選択磁化曲線（OSMH）を求めた。また磁気コンプトンプロファイルを解析して Tb、Co 磁気モ

ーメントの元素選択磁化曲線を求めた。 

実験結果 

Fig.1 は全磁気モーメントの飽和磁化の組成・温度依存性

を示す。全磁気モーメントでは室温で x=17 近傍に磁化がゼ

ロとなる磁気補償が観測され、磁気補償組成は温度の低下

とともに Co リッチ側に移動した。元素選択磁化曲線の解析

から、磁気補償組成より Co リッチ側では Co 磁気モーメン

トが磁場の方向を向き、Tb リッチ側では Tb 磁気モーメン

トが磁場の方向を向いていた。軌道磁気モーメントは Tb 磁

気モーメントの挙動に対応していた。 
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